MARIUSZ SOCHACKI

Mariusz Sochacki urodzit sie 25 lutego 1977
roku w Warszawie, gdzie w 1996 roku ukori-
czyt XXV Liceum Ogdlnoksztatcace im. J6zefa
Wybickiego, uczeszczajac do klasy o profilu
matematyczno-fizycznym. W tym samym roku
rozpoczat studia na Wydziale Elektroniki i Tech-
nik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
gdzie uzyskat tytut inzyniera w 2000 roku na
specjalnosci Mikroelektronika i Optoelektro-
nika oraz tytut magistra i stopieri doktora nauk
technicznych z wyréznieniem na specjalnosci
Elektronika odpowiednio w 2002 oraz 2007 ro-
ku. W 2000 roku byt wspétzatozycielem Kota
Naukowego Mikroelektroniki i Nanoelektroni-
ki Politechniki Warszawskiej, w ktérego pra-
cach uczestniczy aktywnie do dnia dzisiejsze-
go. W latach 2007-2010 pracowat w Instytucie
Mikroelektroniki i Optoelektroniki na stano-
wisku starszego specjalisty ds. realizacji pro-
jektéw badawczych i byt jednym z gtéwnych
wspdtwykonawcéw kilku podprojektéw reali-
zowanych w ramach projektu badawczego za-
mawianego Nowe technologie na bazie weg-
lika krzemu i ich zastosowania w elektronice
wielkich czestotliwosci, duzych mocy i wyso-
kich temperatur, w ramach ktérego powstaty
pierwsze w Polsce demonstratory przyrzadéw
mocy na podtozu SiC. Brat udziat i uczestniczy
obecnie jako wykonawca w kilku projektach
6.1 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej
w zakresie opracowania czujnikéw promienio-
wania rentgenowskiego na bazie warstw dia-
mentowych wykorzystywanych w radioterapii
medycznej, opracowania technologii montazu
uktadéw elektronicznych typu BGA, opartej na
kulkach o srednicy ponizej 100 um oraz iden-
tyfikacji podrabianych uktadéw pétprzewodni-
kowych przy uzyciu technik rentgenowskich.
W tym samym okresie powotany zostat na
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cztonka Sekcji Technologii Elektronowej i Ma-
teriatéw Elektronicznych Komitetu Elektroniki
i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.
Od 2010 roku jest zatrudniony na stanowisku
adiunkta naukowego jednoczesnie w Instytu-
cie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politech-
niki Warszawskiej oraz w Instytucie Technolo-
gii Materiatéw Elektronicznych w Warszawie.
Podstawowym obszarem jego zainteresowania
jest technologia przyrzadéw mocy na podto-
zach z weglika krzemu od poziomu modelo-
wania charakterystyk elektrycznych i proceséw
technologicznych do poziomu ich wytwarza-
nia i charakteryzacji. Jest wspétautorem 17 ar-
tykutéw naukowych, w tym 8 w renomowa-
nych czasopismach miedzynarodowych z tzw.
listy filadelfijskiej, opiekunem naukowym 3 prac
dyplomowych, recenzentem kilkunastu artyku-
téw naukowych w pismach: ,Microelectronics
Reliability”, ,Thin Solid Films”, ,Solid State
Electronics”, ,Elektronika”. W 2010 roku byt
jednym z gtéwnych organizatoréw miedzyna-
rodowej konferencji naukowej ,5™ Wide Band-
gap Materials — Progress in Synthesis and Ap-
plications” skupiajacej miedzynarodowe grono
specjalistow zajmujacych sie technologia pét-
przewodnikéw szerokopasmowych.

Stowa kluczowe

B weglik krzemu

B przyrzqady potprzewodni-
kowe mocy

B elektronika wysokotem-
peraturowa

B technologia wytwarzania
przyrzqgddw potprzewod-
nikowych

B charakteryzacja elek-
tryczna

B spekfrometria mas jondw
wtérnych (SIMS)






